
Fig. XPS Depth profiles of (a) 

WO3 layer sputtered from W 

target under mixture of Ar+O2 

gases , (b) WO3 layer sputtered 

from WO3 target with Ar and 

(c) WO3 layer formed by 

plasma oxidization of W metal. 
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 はじめに：我々は、遷移金属酸化物

として WO3 を用いた ReRAM(抵抗変

化メモリ)において、10 万倍という大

きなON/OFF比を得られることを見出

した。しかし、高抵抗層形成の再現性

が低いという問題点があった。 

今回、上記の問題点を改善するべく、

WO3 の組成を制御するという観点で

スパッタリング法により WO3 を形成

し、デバイスの作製・評価を行ったので報告する。 

 実験： W/WO3/W/SiO2(基板)構造の試料を作製した。上部電極と下部電極の W層はWタ

ーゲットの Arガスによる rfスパッタにより形成し、WO3層はWターゲットの Ar(80%)+O2 

(20%)ガスによる rfスパッタにより形成した。 

 結果：上記の試料にパルス電圧を与え、フォーミングを行うことにより抵抗変化を生じ

た。電気特性評価の結果から、抵抗変化の再現性が低いことの原因として考えられる初期

状態での高抵抗層の再現性は良い。しかし、抵抗変化に必要な電圧(set 電圧,reset 電圧)が大

きいためデバイスには不向きであるという問題点がある。また、XPSを用いてWO3の組成

評価を行った。過去に組成評価を行った試料と比較するためにそれらと共に Fig.に示す。過

去の 2試料と比較して表面から深い位置でもW
+6の信号が強く出ているため、W

+6が支配的

に存在している。そのため、厚い高抵抗層が形成されて set, reset 電圧が大きいと考える。

我々は、WO3を用いた ReRAMにおいて高い再現性を実現するためには、W
+5とW

+6が程よ

く存在していることが必要であると考えている。以上より、WO3 の形成方法や電極に用い

る金属等の検討が必要である。具体的な電気特性、組成評価等については当日報告する。 
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